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 المستخلص

 

 لل  الةلل م الم يللا مثللةاا  ثةلثللة ل    لل   لل   AlGaAs للة    المصللة م  لل تمثللو لاتللوت يلل ت   

الإل ترلانثللةت لاالإل ترلانثللةت الةلل ظثم  نصللرا لاصةظصللةة ال ةرعثللم التلل  ي  تةللة  لل    لل   يلل ا  

تمثللو الموللت  ةت الةثةثللم . لاغثر للة  لل  اللل ااات الإل ترلانثللم الةة للم HEMT لا MESFETلاتللوت 

 تقةل ح ا و الشحةم ع  طر ق الامتلرا لاانافةض حةي  الجة  الةةتج ع  ق   الشحةم الص ا م لاان

لاالتلل  تمثللو  nلا  ة للو المثةلثللم      للرارات ق  للم ع لل  حللةي  الجةلل   لاعلل ت تجللةنج حللةي  الجةلل 

. ال  ا و المةمم ل توت ي ت   لاق  ت   ةةقشم  ذه المرارات لاال  ا و    مول المول  المري ل 

لاالتل   م ل  قثةالةة عتقةثلةت  NA تط لث  لذه ال  ا لو ت تمل  ع ل  ملود  ل   ايلم الحلراا  لاترمثل  ال

 .  ات فم

-Ti/Au لللذه اوطرلاحلللم تقللل ت  ااالللم عتقةثلللم تلثلللر التثلللةا  لللج الجةللل  ل تلللوت يللل ت   الم يةلللم 

AlGaAs/GaAs   لاالمحةللر  عطر قللم الإنمللة (MBE) .  لا     تلل  حوللةn   مللول  ايللةت حللراا

10×1  لثوث عثةةت  تل ا  ترمثل  تط ثمةلة  ل  (400K-100) ات فم 
16

10×1إلل    
17

 cm
قثةالةت . 3-

 ظةللرت تصللراة يللةخا  لل  مللول اعتمة  للة  (TE) اعتمللة ا ع لل  نصر للم الانة للةث الحللراا  nلا     

الق   ع    ايم الحراا  لاترمث  التط ث   حثث ل حظ ت ا   حةي  الجة   ج ااتفةم  ايم الحراا  

 ملة  شلثر إلل      ع   الةقثض  لل حظ ال  م   لةمج لم ة لو المثةلثلم. لاانافةضه  ج ز ة   الترمث 

لااللذ  تل  تيمثل  لايل  ه عل  طر لق     (TFE, FE) انتقةل حلة وت الشلحةم  لت  عل  طر لق الإمتلرا 

مول  لذه ال ااالم تل  . ممة ت  تطةثق نم خ  حةي  الجة  غثر المتجةنج. E00قثةس   ة و الامترا  

لااللذ  مةنل   *A  عةلإضةام إل  اةعل  ا تشةا ال    Vonلاية  التشلثو   Rsقثةس المقةلا م المتو و م 

الو  م المالةل  لونة لةث الحلراا    شل  عل   الر المولت  ةت . قثمته  قو ع ثثر    القثمم الةصر م

تل  تل عث  ال ااالم . الةثةثم لاانافةض حةي  الجة  الةةتج ع  الشحةم الص ا م لاعةلتةل   تياثر التط ث 

لااللذ   ظةلر خات الاعتملة  ع ل   COMSOL Multiphysicsالةمذيلم لاالمحةملة   عإيراظةلة عةرنلة ج

 .رعثم  اةو نتثجم لتةةثه الحةلم المثةلثمترمث  التط ث   ج مصةظص مة
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Abstract 

P-AlGaAs Schottky barrier diodes SBDs provide a great choice for a wide variety of 

electronic and optoelectronic applications, due to their electrical properties which make 

them important components in high electron mobility transistors (HEMTs), metal-

semiconductor field effect transistors (MESFETs) and other integrated circuits (ICs). 

However, the interface states, image force lowering, tunneling and barrier height 

inhomogeneity are strong factors that affect the barrier height     and the ideality factor 

n which are the key parameters of the Schottky contacts. The effect of these factors has 

been discussed in the literature. These factors depend on both temperature and doping 

concentration and this dependence could be investigated by different electrical 

characterization techniques. This thesis reports the study of the current-voltage I-V 

characteristics of p-type Ti/Au-AlGaAs/GaAs Schottky diodes which prepared by 

molecular beam epitaxy growth (MBE). The barrier height     and the ideality factor n 

have been extracted at various temperatures (100-400K) for three samples with doping 

concentrations ranging from 1×10
16

 to 1×10
17

 cm
-3

. The barrier height     and the 

ideality factor n obtained on the basis of thermionic emission theory show an abnormal 

behavior, these parameters exhibit a dependence on temperature and doping 

concentration.     increases with temperature while it decreases with the doping 

concentration NA. In constract, n shows the opposite behavior. That indicates the 

presence of tunneling current transport  (thermionic field emission (TFE) and field 

emission (FE)) which have been confirmed from the characteristics energy E00 values. 

The barrier height inhomogeneity model has been applied at T=100-400K. Series 

resistance Rs, turn-on voltage Von, the rectification ratio IF/IR  and Richardson constant 

A* are determined through the calculations. A* is found to be smaller by four orders of 

magnitude than the theoretical value. The deviation of the electrical behavior from the 

pure thermionic emission reveals the effect of tunneling and the barrier height 

inhomogeneity and hence, of doping concentration. The study is confirmed with 

COMSOL Multiphysics modeling and simulation program which shows better electrical 

properties where the ideal case is applied. 

 


